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^ (57) Abstract: According to the invention, a double gate MOSFET semiconductor layer structure is formed on a substrate (1). This 
^ structure is comprised of a first and of a second gate electrode (10A, 10B) between which a semiconductor channel layer zone (4A) 
fsj is embedded, and of a source region (2A) and a drain region (2B) which are arranged on opposite faces of the semiconductor channel 
layer zone (4A). At least one additional semiconductor channel layer zone (6A) is provided on one of the gate electrodes (10B). The 
I/") faces of the at least one additional semiconductor channel layer zone are also contacted by the source region (2A) and drain region 
)0 (2B). 



^ (57) Zrusammenlassung: Auf einem Substrat ( 1) ist eine Doppel<}ate-MOSFET-HaIbkiterscto aufgebauL Diesebesteht 

a us einer ersten und einer zweiten Gateelektrode (10A, 10B), zwischen denen eine Halbleiter-Kanalschichtzone (4A) eingebettet ist, 
Q sowie einem Source- (2A) und Drain-Bereich (2B), welche an gegenuberliegenden Stirnseiten der Halbleiter-Kanalschichtzone (4A) 
^ angeordnet sind. An einer der Gateelektroden ( 10B) ist zumindest eine weitere Halbleiter-Kanalschichtzone (6A) vorgesehen, deren 
^ Stirnseiten ebenfalls von dem Source- (2A) und Drain-Bereicben (2B) kontakriert sind. 



